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2･ 二次元希釈強磁性体K2CuxZnトxF4の核磁気緩和に関する研究

高 根 淳

ランダム磁性体の研究は,様々な物理的側面から数多く行なわれて来たが,中でも,非磁性

イオンで希釈 した希釈磁性体に関する研究は,希釈による有効次元数の変化とスピンダイナミ

ックスの問題 として興味が持たれている｡

磁気的希釈は,電子スピンの動的性質の変化をもたらす｡さらに,電子スピンの動的性質は

核磁気緩和と密接に結び付いているため,希釈による効果は,核磁気緩和に影響を及ぼす｡従

莱,希釈磁性体における核磁気緩和の研究は,主に希釈反強磁性体を対象に行われた｡そこで

は,核磁気緩和に,無限クラスターと孤立電子スピンからの寄与が重要であり,孤立電子スピ

ンからの寄与には,磁性イオンの持っ singleionの性質が反映されていることなどが指摘さ

れた｡

本論文では,二次元希釈強磁性体K2CuxZnl_∬F｡ を対象に,最近按に磁性イオンを持たな
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い 19F核の核スピン-格子緩和率を測定 し,その核磁気緩和機構について研究 した｡

K2CuxZnl_xF4 の核磁気緩和には,無限クラスターと孤立電子スピンからの寄与が重要で

あると考えられる｡特に,パーコレーション浪度以下の領域では,孤立電子スピンの寄与が重

要であり,そこには, C｡2十イオンの singleionの性質が反映されている｡つまり, Cu2十

イオンは,電子スピンと phonon との相互作用が強 く,孤立電子スピンの揺 らぎを,電子スピ

ン-格子緩和時間 Ts.で決めるoそのため,低温になると Ts.が長 くなり,核スピン系は,緩

和を促進させる｡

その他に,既に行われている希釈反強磁性体における研究 との比較により,磁性イオンの違

いによる核磁気緩和機構について,さらに,希釈磁性体全般における核磁気緩和についても考

察 した｡
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